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【はじめに】ダイヤモンドは極めて優れた物性

を持つ半導体材料であり、大電力制御が可能な

次世代パワーデバイス材料として期待されて

いる。しかし、ダイヤモンドは不純物準位が深

いため、室温においてキャリア濃度は極めて低

い。不純物濃度を上げることでキャリア濃度は

増加するが、移動度は低下する。この問題を解

決する一つの方法としてδドープ構造が提案

されている[1,2]。 

 我々は(111)ダイヤモンドのホモエピタキシ

ャル成長において、ラテラル・2 次元島・3 次

元成長モードの制御することができる[3]。本

研究では、原子層レベルで制御されたラテラル

成長とホウ素ドーピング技術を組み合わせる

ことによりδドープ(111)ダイヤモンド構造の

作製を行った。 

 

【実験】HPHT Ib 型単結晶ダイヤモンド(111)

基板上に MPCVD を用いてホモエピタキシャ

ル成長を行った。成長時にガス種及び流量を制

御することでホウ素δドーピングを行った。試

料作製後に、SIMS測定により膜中のホウ素分

布を調べ、ホール効果測定により電気特性の評

価を行った。 

 

【結果】Fig.1 に示す膜中のホウ素濃度分布の

SIMS分析結果から、モット転移密度を超える

ホウ素濃度 3×10
20 

atoms/cm
3 を持つδドープ

層が形成されており、p層との積層構造の形成

が観測された。ホール効果測定の結果より、室

温においてキャリア濃度 2×10
19 

cm
3
 、移動度

2.6 cm
2
/Vsを示した。過去の我々の研究結果と

比較して、キャリア濃度は 3桁近く増加したが、

移動度は低下した。当日は、過去の結果と比較

して考察を行う予定である。 
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Fig.1 SIMS depth profile of boron 

concentration in CVD diamond film 

Mott density: 2.7×10
20 

cm
3
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